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รายการสัญลกัษณ์  A  = พื�นที�สัมผสั C  = ความจุไฟฟ้า E  = ค่าคงที�มอดูลสัสภาพยดืหยุน่ Fx, Fy  = แรงกระทาํบนทิศทางแนวแกน G  = ค่าคงที�โมดูลลสัเฉือน L  = ความยาววสัดุ P  = แรงกระทาํ V  = ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า d  = ความหนาของวสัดุไดอิเล็กตริก 
l   = ความหนาวสัดุ q   = ประจุไฟฟ้า 
x   = ระยะทางการเคลื�อนที� 
ε   = ค่าคงที�ไดอิเล็กทริก, ความเครียดวสัดุ 
δ   = ระยะการเปลื�ยนแปลง 
γ   = ความเครียดเฉือน 
τ   = ความเคน้เฉือน 
σ   = ความเคน้    
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ประมวลศัพท์และคําย่อ  Dielectric Constant = ค่าคงที�ไดอิเล็กทริก Electrode  = ขั�วไฟฟ้า Fringing Effect  = ปรากฏการณ์สนามแม่เหล็กเบี�ยงเบน MEMS  = Micro Electrical Mechanical System PDMS  = Polydimethylsiloxane PDMS pillars  = แท่งวสัดุ Polydimethylsiloxane Poisson’s ratio  = อตัราส่วนความเครียดสัมพทัธ์ Polyimide  = โพลิเมอร์ Strain  = ความเครียด Strain Gauge  = อุปกรณ์วดัความเครียดวสัดุ Stress  = ความเคน้ Ultimate Stress  = ค่าความแขง็แรงสูงสุดของวสัดุ Young’s modulus = ค่าคงที�มอดูลสัสภาพยดืหยุน่     


